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Fig. 1 Scanning system for IGBT chip current imaging 
表 1 システム構成 
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This paper develops an imaging system for current distribution on chips of a power device including an IGBT. 
The system is useful for finding current concentration that may cause a failure of the power device. This paper 
uses very thin and very compact, mass producible at low cost, micro-film sensor that can be measured 
non-destructive and non-contact, 4-axis robot, analog amplifier, digitizer, a function generator.  It integrates 
with LabVIEW on the whole system, the measurement can be performed automatically.  
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図 3 ワイヤの位置に対するマイクロフィルムセンサの感度 




図 4 ワイヤの位置に対するマイクロフィルムセンサの 
水平方向の感度 




図 5 ワイヤの位置に対するマイクロフィルムセンサの 
垂直方向の感度 




図 2 マイクロフィルムセンサの詳細な画像  
































図 6 コイルの小型化に伴う S/N 比への影響 









図 8 ドループ現象が起こるメカニズム 
Fig.8The mechanism that droop phenomenon occurs 
 
図 7 センサとセンサアンプを含めたアナログ部分の周波性特性 
Fig.7 Frequency characteristics of the analog portion including an 
amplifier and sensor 
解能は 1.5mm である。同様に、図 5 から水平方向の分解能
は上下方向に 2ｍｍである。IGBT 上のボンディングワイヤ
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Sensor positioning by 3-axis robot
Power circuit trigger by function generator






図 9 LabVIEW による電流測定のシーケンス 
Fig.9  The sequence of current measurement by LabVIEW 
 
 
（a）DBC チップの測定範囲     （b）測定結果 
図 10 DBC チップの測定結果 
Fig.10  Magnetic field distribution with IGBT bonding 








LabVIEW の GUI を有する制御 PC に送信する。高速デジ
タイザを使うことにより、データの送信速度が速くなり測
定時間の短縮に繋がる。 
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